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A 1 Egenschaftzn: lNiormgahduss: 7O 5
{11 Werkstoff: Gehduse: _
11. Gberflache: gal Ni 6, bzw. gal lii5 (bei Stunterkupfert)
| 12 AnschiuBdréhte : lotbar verziant
) 12 Grenzwerte bei 25°C:
't .21 Kollektor - Basis - Spannung: =Urg, 50 ¥
2.2, Kollektor - Emitter-Spannung: Uk 40 ¥ -
23 Emitter - Basis - Spannung : ~Uggg 50 ¥
2% Max. Kollektorstrom : =!I cmax. — A
25 VYerlustieistung: Prot 0w
25 Temperaturzersich: Yy  -65b5200 %
: 27 Sperrschicht - Temperatur: J; + 200 @
113 Flektrischetierie bei 25%—— ——— -
1 31 Koliextor - Resistrom —lrg, < Q7 wA( =Ug= 70 ¥
; ~I8p D5 whl =Ug= 10 ¥ Gy= 150 o
32 Emutier-Reststrom: ~leno — Al =Upg= — 1i
33 Grenzfrequenz : fr =100  MAzl~-lpy - OV, =[- = 50mA =107 ks
34 Gleichstram - L’ersté:"lfungsfakfar:’) B :gg . {(:[Z(f ‘ ;g |l;,' _‘"E:J’;fﬁg?;
.35.‘ wechselstrom - lersidrkungsfaktor:  hyg, > 25 ( =Uz = 10 ¥, —ic=l0mA P=f a2
| 36 Koilektor-Sattigungsspannung:  —Ugz sgr <06 [ =l = 50 m4, —ig=25mi
~Ucg sat <16 V[ —lp =500 m4, ~I3=0mA)7
37 Basis - Sdttigungsspannung: ~UgE sat <25 V=l =500 mA ~I3°50mA
38 Kollektorkapazrtat: Cob 20 pFt g = 0 A-ygo V!
39 Schaltzeiten ton 100 nst( - =300 mé. —!g=9ma}
' Lot 200 nst =l =300 mA, —i5=30ma]
trr' ' — 5 [C = — A :‘3=-—-A)
310, Wérme-Innenwiderstand : Rin g 58 ! W
3 Varmewiderstand - Rth U Q22 °CimV/
S65- Specification v 25 1164
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Typenbezeicknung aufgestempelt 8183105 S 565 Ne""O"S"
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o
Kollektor mit ] DW 61'3
Gehduse verbtunden 5‘ '
: s 19 €7/ 66

1.  Eigenschaften: - : ' Gehduse JEDEC 70 18
e - i o . ) DIN 1% 43
j1e1. Berkstoff: (Gehdusel: = MNetall |

.1.1.0berfliche: . S —

1 .1.2.AnschluBdribte: ‘ lotbar verzinnt oder verzoldet
5'1.2. --EEE-:?EE-EEE-%?-E' Kennzng 4 Heort Melbedinguag
'} .2.1.Kollektor-Basis-5Spng.s. UCRo Lo ¥V .

# .2.2.Kollekxtor-Emitter-Spng.: | UcZo . 15V o

«2+5.Emitter-Basis~Spannung: UgBo sV .

2.k tax. Kollektorstrom: Ic . R § :

°

.2.5.Verlustleistung: . Piot 36C Jy = 25 c

.2.6.Tenp.-Bereich (Lageruag): \:fs '05b18+30000 '

) .2.7.Spe-r.;chicht -Temperatur: | Vj 26 G
i..2.8.Max. Littesperaturs: 300 C {chne Zeitbesrenzung)

Fie3. Blektr.-ierte bei 25°C:

«3.1.Hollektor-2eststromn: Icso <G,2 A Usg= 2CV o

i . o Iceo < 40 A Ucg= 20V, Y= 150 c
‘3 «3.2.Enitter-Reststrom: Igpo I !x [{EB“' v ) .

.3.%.Grenzfreguensz: fT/ i >45C rdz Ugg= 1C YV, Icz A, £= 10CHE:

«3.4,Gleichs rou—Verstr.—ra.ct.. B - > ho Ucg= 1VY,Ic=10mdA -

s3.5.%echselstrom-Verstr.-Fakt: hfc//:?o - Uog= ¥yIcg= A,f= M-
ﬂ .3.6.Koll,~34dttigungcspng. Ucrsat <0,25Y Igc =10 A,Ig= 124

e ' o UCEast - ¥ ig = A,Ig= A

.3.7.Basis-SEttigungsspng. Uprent <0,85Y Tlg = 10z4yIp=1nA

.35.6,K011l.~Srerrschicht-Xapaz.t| Ccg <%,5 FF |Ugp= 5 V,Ig=0 A,fs 1 ME:

+3.9.Eaitt.-Sperrschicht-Kapaz: CgS - p¥ Ugp= _V,Ic= A,f= Mz

.30 .5peicherzeitkonstante: Tg <15 mnsec i = 10 =4, 131= IBzz 10 m4

.3.11.Wirne-Innenwiderstand: RthG 146 %/ u

.3.12.idrmewiderstands - RthU‘ - 4e6 °C/ [}

el EP.E&F:-S%S:zi‘;:zﬁ:i*j.‘%,&iﬁ&' $35- Datenblatt DU 6103 von 24.11.1964




Transistor

npn - Srhizium

| RAS
| RARE

112
1.13.
114,

12.

121,
122,
123,
1.24,
1.25.
1.26.
127,
1.28,

1.3.

1132

133,
1.34.

1.3.6.

1.3.7.
1.38.
1.3.8.

1.3.10.
13.11.

1342

1.4.

‘EiQensehaﬂen

Mechanische Ausfithrung
Gehiuseart: JEDEC<J0 18 /DIN
Gehiusewerkstoff: Kunststoff
Gehiuseoberfliche: -~
AnschluBdrihte I5tbar vzia/vgol

Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung:
Koliektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollektorstrom:
Verlustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Léttemperatur:

Kennwerte bei 25°C .
1.3.1.

Kollektor-Reststrom:

Emitter-Reststrom: &
Grenzirequenz:
G!exdlstrom-\’ersiarlfer-Faktor

-

Kollck{or-Saﬂigungsspannung:

Basis-S#ttigungsspannung:
Kolicktor-Sperrschicht-Kapazitat:
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
VWiarme-Innenwiderstand:
Warmewiderstand:

Schallzeiten:

Obrige elektr. Werte nach

DW 6740

19¢6¢

2
° ?\‘
. X
L 45 o
& . O > § -
- 5 i E
: Y
—J 1 5 115
. ’ ax. N, M‘? . ./
Formel- Wert MeBbedingung
zeichen
Ucso 40 V |ty = °C
* Uceo 15 V 8= °C
Ueno ' 4 V jt,= °C
1) 100 mA |tu= °C
Peot 200 mW b= 25 °C
Os -55bis+14125°C
] 125 °C
) 245 °C |1 ¢ bsec
lcpo £ 200 nA (U= 20 V .
Icgo | % 15 A jUcs= 20 V,9;= 65 <C
IEBO S~ A |Um= v v
f'r/fﬂ % 300 MHz Ueg= 10 V,lg=" 10 mA =100
B ¥ 40 U= { Viic= 10 mA
B- z .20 Uce= 1 V,lc= 400 mAf= — M
_UCEsat £ 0,35 V il =10 mA,lg= 4 mA
UCEsat - V e = A lg = A
UBEaat £ 0,80 V Jig = 10 mAlg= {f mA -
Ccs ¢ 4,0 pF |Uepp= 5 V,lg= o Af= 1 Wi
Ckgs -_— pF Ugp = V,lg = Af= fAm
RthG °C/m\W .
Ruy — °C/mW
{on ¢ 20 ns Ics omA, lai: 3m4
Lo € 30 bps Ier 10 mA, Ips = 3rmA, Jges 45 ™/,

5GS - Dotenblalt, Ausg. 21.1. 1966



Transistor

. pnp-Silizium
SGS l\!“\! Nicht far o o o} 08 mox. l .
! Neukonstr, 4 e -
) Dwe9sé 2o Nl usise
B8 695 n N3 : o
% -
E. 1966/70 N e
— . E'
1. Cigenschaften
1.1, Mechanische Ausfihrung
11.4. Gehauseart: JEDEC TO8/DIN 18 A3 *) . ‘ 483 205 (27 min
1.1.2. Gehausewerkstoft: o . =
1.1.3. Gehauszoberfliche:
114, A"Sdﬂusdrahwt—'————;’ u;,; ‘Z"'g‘;‘?! Kollektor it Gehduse verbunden
. Formel- Wert MeBbadingun
1.2, Grenzwerte zeichen
1.2.1.  Kollektlor-Basis-Spannung: Uceo -80 V | &,=25%C.lc- 1024 B
122, Kollcklor-Emiiter-Spannung: Uceo ~8§0 v 8, =25°C. U« {0en AlimpulsmaBig, tp % 0.3
123, Luitter-Basis-Spannung: Ugno -6 V| 0, =25l =10uA Y<0.01
1.24.  Kkollektorstrom: Ic ' Al D= : : * ’
1.25. Veilustieistung: Piot 263 mwW 1, =25°C
1.2.6. Temporaturbereich (Lagerung): s -65...* 2C0 °C
1.2.7.  Speirschiciit-Temperatur: 9 +200 °C .
1.2.8. Létemgperatur: ® %) W +300 °C t=< 60 scc. im Abslondl
1.3. Kennwerte bei 25°C .
131.  Kollsklor-Reststiom,, Tl e |2 200 aA | ug=-70v o
Icso A | Ucg = v, = °c
1.3.2. Emittar-Reststrom: - lgso A U = \Y
1.33. Grenzfrequenz: fr Z LO Miz Ug= =5 Ve =-05ms 1= 20 AN
1.3.4.  Gleichstrom-Verstarker-Faktor: 8 Z f00 Ugg = =5 V¢ =-10 mA
1.35.  Wochselstrom-Versiarker-Fakior: hye Ugz = Vi = Af = K
1.3.6. Kollekior-Satligungsspannung: Uctsa: £ -025 v lc =-10m# 1 =-0,5m
Uciiar 4-05 V | ic =-50mA iy =-5 mA
1.3.7. Bazsis-Sittigungsspennung: Usz,ar £ -1 vV e ==50mfl; =~5 mA
1.3.8. Kollcktor-Sperrschicht-Kapazitét: Ccs £ 6 pF Ug= -5 V.ly = 0 Af= Xy
1.3.9.  Titter-Sogrrechicia-Kapezitit: Ci; £ 20 o Ugg = 0.5 02 0 [~ '
1.3.10. Wirme-lanenwiderstand: Ruo °C/mW
1.3.11. Wannewiderstand: By oc/mw
14 Ubrige elcktr. Weite nach SGS -Datenblalt(12.8.1966)
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DW 69 74-
(z/v3 63 /M)

1. Eigeﬁsc._hnllcn

1.1. Hechenische Auslihrung
1.1.1. Gehiuseart: JEDEC TR /DIN
1.1.2. Gehivsowerksin!fs Ve tail”

1.1.3.. Gehfiuscobeiiicho: Hetall
.14, AnachluSdrahto 18tbar vzin/vgol Kollekter mit Gehiuse verbuaden
.'-o'rr;wl- Wert” MoBbadingung
12.  Grenzwerto zeichan
1.2.1. Kolcktor-Basis-Spannung: Ucno 30V Hdy= 25 .°C -
1.2.2, Koileklor-Eritter-Spunnung: Uero 2 0V |[ty= . °c '
1.2.3, Emitter-Basis-Spannung: - Utno 2,0 V |bg= =~ - °C
1.2.4. Kollcktorstrom: - lo A [bye= °Cc
1.2.5. Verlustleistung: Fto 0,3 W |fa= 5 0 .
126, Temporaturboreich (Legrrung): t ;(ISOC...-QC('), °C : .
1.0.7. Sporrschicht-Temporaturt T 0 : +200 °C
1.2.8. L&liemporsiur: ’ . X ] 40 °C
12, Kennworts bol 25°C ! B o -
1.2.1.- Kollelior-Raststrom: Icao <900k jUcg= 15 V
) . . : feno < () ‘_s:l". Uen = . 15 V) By = 160 °C
1132, Emitter-Reststiom: lkno oA |Ugg = v oo
1.23. Grenzficquenz: fr -~ 2050 KMz [Uep=- 30 Vg 80 nA {1001
1.3.4.  Gleichatrom-Verstirtkor-Faktor: B 20...200 Ueg= 10 Vig= 80 raA
1.35. Gleichstrom-Verstiirker-Faktor: D . “ | Ucg, = V, g == A fe hibz
1.36. Kolickior-Sitligungsspannung: UCE:st V oj{lo = 10 m\lIb= 1,0 gA
_ UcCEsst V jig = Ay e A
1.2.7. Doasis-Siltigungsspannung: Uppat V jig = Alp = A ‘
5 1.3.8, Kollaklor-Sperrachicht-Kapazitat: Ces < 1,7 pF |Uep= 10 Viig= 0. Afes KL
1.3.9. Emiller-Sperrschicht-Keoarilil: Crs - pF {Urp™ V,lp = Ao ML
1.2.10. Wirmoe-lnnenwidorstand: Rma oC/ VY ’
1.2.11, Wirmawidsreland: Rusu » oC/my/ ' )
ta.12. follcktor-fasis-ieitkonstante 15 (¢ 8...2% ps fig « 8 mA, Ngg =10V, 179,38 Nz
1.3.15 Leistungsverstackung(rentralisiert) ¥ > de Jie s 6 mA, Lp 210V, = 200 D
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Meochanicche Auzfthrung
Gehiuseart: JEDEC 1058 /DIN
Cchiusevarkstofs  Yelell
Lehhuahobon.‘.«'is: Metall
fnschluBdrihia 13tbar vain/vgol

(GGrenzwerte - - .
Kolleklor-Basis-Spannung!
Kolleitor-Emitter-Spannuag:
Emitter-Basis-Spannung:
Kolicklerstrom:
Varlustlcistung:
Temperatubersich (Lagorung):
Sperrachicht-Tempuratur:
Lottomparatui:

Kenawerts bei 25°C
- Rollekior-Resisirom:

Emitler-Reststrony
Crenzfirequonz:
Gicichstrom-Verstisker-Faklorn
Gleichsirom-Versidrker-Fakton
Faoliekior-Sittigungsspannung:

Basis-Siltigungsspannung:

Coliektor-Sperrschichi-Kapazitils

Emitler-Speresc
Viarmae-lnnenwidorstanad
Virmewidersiand:

Schattzeiton:

DWW 6975
(24 3565 (M)
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t4e Bbadingung
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1. Eigens schaiten ' g e , !
. - i
11. Mechanischo Ausithruag 5
1.1.1. Gehiuseart: JEDEC 103 /ol
1.1.%. Gchausev arksiofit  Mels3il s f
f 1.1.3. Gohiusecheorfl ac.'*e: Fetell i
i 1.1.4. Anscmu's-d Ehis Itber vin/vac) Kollektor nit Gehduse verbunden
v }
Fo.rmsl- Woert : tsSbadingung - - x
E 1.2, Grenzwerto zzichen : o H
k1.1, Kolicklor-Basis-Spannurig: . = Ucso 15 VY jEg == 25 °C ) T
1.2.9. Vollektor-Emitter-Spannuag: : = Yceo . 25V |Eta= «c ., ;
1.2.3. Emiticr-Rasis-Spannuny: = Ueso : 4,0 V be=. °C i
2.4, Kolieklorstrom: . . lo C5 & |tam °C i
R 1.2.5. Verlustlzistung ) . Pt 0,7 W jiie= 25 G .
£ 1.26 Tompcrmurbesmd\ {Legerung): KN ~65 C.a#230 °C : -0 . i
§ 1.2.7. Sporrschicht-Temperaiur: 0y «00 °C - :
»1 1.2.6. LoHompsratur: - .69 4300 oc | e :
. : . . ‘ i
. 3
45 tennvwértebet 2800 ———— - }— —— - )
i 1.3.1. - Koliekter-Reststrom: -~ lcms £35 tA [Ucz= 1 ¥ o
! - lces € 2,0 pA U= 15 V= 09 °C :
1.3.2. Emiller-Reststrom: . N 3% ’ A |lpr = W
133. Grenzfrzquenz: .- e S0 Mz s 3,0 Vilg= %0
134, Gleichstrom-Verstarker-Faktor: A B 30,2150 Uop= 1,0 Vo= 50
1.35. Gleichstrom-Verstirker-Fakicr: ’ ) >0 Uen = 10 V, 5 = 1
1.3.5. Hollektor-Satt tm.ng.,s,,nnun Ucgeat - 1,0 V o Jlg = 300 u Al = 3
Uce.at “G25 Y oqle = Muhls= 245
1.2.7. Basis-Silligungsspannung: Upga 2,0 ¥ oilg = 309 nAin= 30
1.3.8. E\olxc.uo.-Spe;rsch.cht-K&pazih‘i\: Ces | £ 20 pF lUcp= 1 Vine 0
13.9. Emitter-Sperrachicht-Kapazitits Crs % 35 pF tUgpsr 0,5 Vo= 0
1.2.10. Wirme-lnnoneiderstand: Ring CoeC/mwW h ’ :
1.3.17, Warraewiderstand: i . Ry °CrmaW ' . : : :
2. !:. Schalizeitin: : [ te L ia ¢ ipr® folge= A
ton . SO mses (le 2300 mbdpyw WMo A
Lot ) 120 nszc lig =300 a&ige 300 fin:m30 na
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1.1.
1.1.1.
112
113,
1.1.4,

i 1.0,
f‘ 1.2.1.

1.22.
123,
1.2.4.
1.25,
1.2.6.
127,
1.2.6.

e —

13410,

13.42,

‘Wirme-Innznwiderstang:

c .
Egcnschzhcn
Mechanische Aucflhrung
Gehiuseart: JEDEC 1038 /DiN
Gehiusewerkstalfls  Metall
Gohiuscoberiiiche: Metall
AnschluBdrEhta 18tbar viin/vgol
Grenzverte
Kollektor-Basis-Spannung:
Koiiektor-Cmitier-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollekterstrom:
Verlustleistung: .
Temparaiurbereich (Lagerung)e
Sperrschicht-Tomparetur:
Léttsmpsralur:

.

Kennwests bel 25°C

- Kolleltor-Reztstrom:

Emitter-Restztrom:

Grenzfrequena:

Cleichairom-Yerstdrker-Fokiorn:
gy }

Gleichsirom-Verstirker-Fakicr:

Kolleklor-Sittigungsspannung:

Basis-Silligungsspannung:

{olicktor-Sperrschicht-Kupazilit:

i
Emittor-Sperrschicht-apuzitals

VWirmewiderstand:

(2N 3640 /M)
1969 2

L

Kollektor oit Gohiusa verbundan

ig:;:ilr; Werl ‘ idefbedingung
~ Ucno 2 v = 3 °C
— Uceo 12 V o {by= o .
—Ugesg b v fou=. “C
—lg A [te= e

Pt 0,3 W |tu= 25 8

€s
G
|

I—

- lezso
- lczs

tseo

Ucrnrt
Ve
Ugges
Cez
Cis
Risg
Ry
s

ton

465060‘_!.2@3 OC
«03 °C
403 eC’

N
oV
PR
MY
o B
™ e
ford
O
~

AN WAN Fat AR WANAVRY

Loff

3,5 pF

°C/m\Y

oG/
<50 ns
275 ns
235 s

lg ¢

lg ®

o

<= < |
A
"

50 Vyie =
6,3 V,ig=
1.0 Vi ==
10 A lp =
99 oA e =
SO i."x.‘:'\, {r o=
5,0 \"I{S i
0,5 Vilg =

o #1210 td,lgg= =
c 8 =

50 tAL Iy w
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56 eAiipre
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1. Eigenschallen t
11. ldechanische Ausfthrung
11.1. Gehivsearl: JEDEC 105 /DIN
1112 Gehzusewcrkstofi: Fetall:
1.1.3. . Gehauseoberllacha: Metall
§ 114 Anschlubdiihle Isibar vzin/vgol
.12,  Gronzwerts
1.2.1. Kolicktor-Basis-Spannung:
1.22. Kolicktor-Emitier-Spannung: h
1.2.3. Emilici-Basis-Spannung:
1.24. Kollckiorstrom:
1.2.5. Verlusiloislung:
1.26. Temperatuibercich (Lagern rg)
1.2.7. Sporrschicht-Temperetur: -
1.2.3. Lottomperstur:
13, Kennwerta bai 26°C | o
1.2.1.- Kolleklor-Restzirem:
3.2 Emitler-Rcstsirom:
33, Grenzfrequenz: -~
3.6, Gleichstiom-Versiirker-Faklor:
a5, Gleichstrom-Verstitrker-Faktor:
1.3.6. Koileklor-Sittigungsspannungt -
" 1.3.7. DBasis-Saltigungsspannung:
1.2.8. Kolleklor-Sparrschicht-Kaparitdt
1.39. Emitler-Spenschich-Kapazitil:

1.2.10.- Warme-Innenwidersiand:
1.3.11, Wirmewidersiand:
1.2.12. Schatizziten:

DW6978 .;\
(w 3643 m)

.(.
//i

u‘-‘-fi&
g

".t,.-!sz‘[e v
C .

J

mar. .
" eSe
e .
v . '

T .

;‘di!;-ll-'& aax. 84O |
K- 74 A }
Lt
* fangsd

Kollektor mit Gehzuss verbuenden

': :"C‘.’QZL Wert HaSbodingung
Ucao 60V (= 5 .°C
Ucto 1. 30 V {g= °C
.UEBO' - 50 V o= °C
lo A |bgs= °C
Piat . 0,8 W [ 5 °C
%3 .65°C..<200 ©C o '
'y 4200 o¢ )
&% 40)-oC” .
- lees <005 wA {Uce= 50 V, k=0
lces <50 pA U= 50, V2= 109 C, YD
.. l;;gfo s A |Uga= V- : :
T ~ 250 MHz Ugp = V,ig = 90 ph =100 e
B 108,500 U= 10 V,ic= 150 shA
"B > 25 T U= 10 Vig= 20 nhle pHe
UcEeat < 02V |l = %) rAdp= 5 aA
) Ucksst - V g = Adp = 55 A
Upssat -| - Vol = Alp= A
Ces | < 8 prf |Ump= 10 Vo= 0 Afen 7 iR
Ces ' pF |Uzz = V1o = Aims B
Ring °C/mW :
Ry °C/m\¥ . ! )
tg . te = lpre  Adlgz= A
ton 20 ns Ie ¢ 323 naulpge 30 oA
tait s +lg & 30D mAdgpe 300 cAdpge 30 o
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1. Eigenschaflen
11. Mochanische AusfBhrung
1.1.1. Gehsuseari: JEDEC 1018 /DiN
$ 1.12. Gchiusewerksioff: MNetall -
1.1.3. Gehausecherdliche: Metall
1.1.4. AnschiuBdrante 16tbar vzin/vgol
12 Grenzwerte )
1.2.1. Kollcklor-Basis-Spannung:
i 1.29. Kolleklor-Emitter-Spannung:
12.3. Emiller-Basis-Spannung:
1.24. Kollektorstrom:
1.2.5. Verlustleistung:
% 1.26. Temperaturbereich (Legarungj:
l 1.2.7, Sporrschichi-Temperatur:
#1285, Lottemporaiur:
- R -
1.2, Kernnwerio bei 25°C
1.3.1. - Koliekior-Reststrom:
1.3.2. Emitter-Reststrom:
1.3.3. Grenzfrequenz:
HAEXH Gleichstrom-Verstiirker-Fakior:
! 1.3.5. Gleichstrom-Varstitker-Faklor:
it 1.3.6. Kolicklor-Silligungsspannuag:
1.3.7. Basis-Silligunzsspannung:
/ 1.3.8. Kollektor-Sperischicht-Kapaziiit:
1.3.9. Emiiter-Sperrschichi-Kepazitid:
| 1.3.10. Wirme-Irncawidorstand:
1.2.41. Wiarmewiderzicnd:
1.3.12. Scheltzsilen:

DW 6979
(2& 3646" M) o

/T
, npn

Kollekter =it Gehuse verburden

Muvtoncie, |

E

.

Fo'rmcl- Worl Mobbedingung

zeichon .

Uczo A9V Loy = 5 °C )

Ucro 15 V |ta= - oC :

Ueso 50 VY |0u= °C

lo A Oy = ‘ °c X

Piot 0,36 W |8a= 4 B .

b 55%C.,+209 °C

R 200 °C :

G 4300 °¢’ . )

lozs <05 pA (U= 20V

lers < 3 pA |Us= 20V,k= 65 °C

Izuo N A |Upy= v .

v . > 350 HHz Ucg = 10 V,ic= 20 n A, = 1CGRIH:
B 30.%.120 Ucz= 0 Viic= D nA

B > Uez= 1,0 V,lo= 300 aAf= -
Uatest §0;2 V |lg = 208 Alg= 30nA

" Vet <05 V Jic =30aAl-= VA

Uptas - § 1,7 V.|l =30sAl= WaA

Ces < 5 pF U= 5 V- 0 Adm ] i
Crs S5 8 pF {Ups= G5 Yic= 0 Af= § 0
Ruse T oC/mW : _

Risy °Crmw ) '

iz <1848 le = Izt pAclas= 10 nA

ten <6 s le & D phllprs 30 mA

feif T8 ys e ® 0y e 30 EAIges 360



7 Transistor \
npn-Silizium
A L i SO SR PR e e el 23 e i - St
il Nidtiie ]2
SGS D w 743 9 4,73') I 21 r Neukorstr, >3
119¢¢ c 396419 .
| s 797 o
.8 3] i
{
_ E ‘:‘Q i I S 3'1 Kolleklor mit
s asis ~. 1 Gehouse verbunder:
1. Eigenschaften ‘
‘ ) i Y6rof3tmaf
1.1. Mechanische Ausfihrung | ] # Kteinstrnal
1.1.1. Gehiuseart: JEDEC T0O 3 /DIN 3439
1.1.2. Gehiusewerkstoff: Metall e N
1.1.3. Gehiuseoberfiiche: vernickelt . — | § 69 e—
1.1.4. AnschluBdrihte Istbar vzin/vgol ' '
Formel- ) )
19, Gronzwerte 2eichen Wert MeBbedingung
1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung: Ucso 80 Y 0, = 25 °C
1.22. Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 40 V = 25 °c ‘
1.2.3. Emitter-Basis-Spannung: ' UgBo § V ju= 25 °C
1.24. Kollektorstrom: Ic - A &= °C
1.25. Verlustleistung: Piot 15 W o= 75 °C
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): i -65°C bis+ $50°C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: ;. 1150 °C
1.2.8. Loéttemperatur: 1 260 °C |t £ 10 sec
13. Kennwerte bei 25°C B
-1 1.3.1. Kollektor-Reststrom: Ices 10 pA |Uce= 30 V
lces ! mA 1lce= 30 V&= 15 °C
1.3.2. Emitter-Reststrom: iEBO I 4A |Ugr= 4 V , :
1.3.3. Grenzfrequenz: N fr: > 50 MHz |Ucg= & V,lg= 65 A= 20 MHz
1.34. Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B > 30 U= 2 V,lg= § A
1.35. Wechselstrom-Verstirker-Faktor: hte — U= - V,ic= . Af= MH:z
1.38. Koliektor-Sattigungsspannung: UCEsat <140 VvV Jigc = § Alg= 05 A
: . : UcEsat — V ]lig = — A= : A
1.3.7. Basis-Sittigungsspannung: UBE:at <18 V JIc = & Als= 05 A
1.3.8. Kollektor-Speirschicht-Kapazitit: Ccs <80 pF |Uce= V,lg = Af=  MH:z
1.39. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Crs <35 pF |Ugs= Viig= Af= MH:z
1.3.10. Wirme-Innenwiderstand: Rua <5 °C/ W
1.3.11. Wirmewiderstand: Ruu — °C/mW :
1.3.12. Einschaltzeit : tew <500 nscc |Ic=- 5 Alg, 1 A
13.13 Ausschaltzeit tas <500 nsec {Ic = 5 Al I,* 14
14. Obrige elektr. Werte nach SGS- Datenblatt, Ausg. 1.2.68
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1.1
11.1.
112
| 1.1.3.
1.14.

$ 1.9,
1.2.1.
1.2.2.
- 1.2.3.
 1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
$ 127,
1.08.
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rcllekior mit Sehiuse wverhandon. E

nil—*——uﬁ min—

i =

. l fandbasiuyigiuiieiio ._".':;T:;:;—_
Eigenschaltcn - \\05,'
M 2:1 '

Mechanisches Ausfithrung
Gehiuseart: JSOEC TO 18 /DIN 18 A3
Gehédusewerkstolf: Metall —
Gehauseoberfiiche: —
AnschluBidrikte I5tbar vgol M 1:1

Fo'rr:\el- Wert Melbedingung '
Grenzwerte . Zeichen ;
ollektor-Basis-Spannung: Uceo L0V {§, = 25 <C , :
Kollektor-Emitter-Spannung: Uckon 30V &= 25 °C .
Emitter-Basis-Spannung: " Ugso 5 V |, = 25 °C ;
Kollektorstrom: ’ Ie 150 mA 0y = 25 °C i
Verlustleisiung: Pros €38 W o= 25 °C
Temperaturbercich (Lagerung): 85 -55...4203 °C
Sperrschicht-Temperatur: {, 200 °C
Lottemperatur: o 260 cC
Kennwerte bei 25°C 21
Kollekter-Resistrom: : lcrg T £ 100nA [Ucz= 30V

Iceo . = A jUx= YV, = °C
Emitter-Reststrom: gm0 . - A |Ups= v
Grenzirequenz: fo ° &0 - 200M Mz Ucg= 10 V,ig= 30 mA,T= 20Mkz:
Gleichstrom-Verstégrker-Faktor: # B 100....500 _ e = 10 V,ic= 2S5 mA :
Gleichstrom -Verstarker-Faklor: B = €0 U= 10 V,ic= 25 mppie= 400
{ollektor-Sitligungsspannung: Ucssat < 045 V tie = 25 mAlr= 25 mA

UCEsat 0,S V lic = 00mA/ln= W mh
Basis-Sattigungsspannung: Upreat 0,8 V i = 25mAlg = 2,5 mA
Kollokior-Sperrschicht-Kapazitit: Cec: = 25 pF {Ucs= 10 V,ig= 0 Af= hikiz
Emitter-Sperrschicht-Kepazitat: Crs = 80 pF |Upp= 05 V,lc= ¢ A f= NHz
Virme-lnnenwiderstand: Ruc S 450 °C/imW ’
Wirmewiderstand: . Ry < 150 °C/mV
Gleichstirem-Verstarker-Faktor: Bg)p 200 Ueg= 10 V ic= 50 mA
Gleichstrom-Versidiker -Faktoer: btyy 300 UCE= 10V, IC = 10 mA
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Einznzeh
Pt~ Sl b Sy

Mechanische Ausfihrung
Gehiuseart: JEDEC TOTS/DIN 18 A3
Gehiusewsrkstsft: Metall

Gehiuceoberiigche: —

Genause verbunien.

C
P

f—a——12,7min . —

N
>

’ ... :

AnscniuBdrinte IGtbar vgol M 1:1
Fo’rmel- Wert MeBbedingung
Grenzwerte zeichen
Kollektor-2asis-Spannung: Ucso 0 ¥ liy= 25 °C
Yoilekter-Emittar-Spannung: Ucko 30 V jo,= 25 °C !
Emitter-Basis-Spannung: “ Ueeo 5 V |dy= 25 °C
Kelieriorstron: e 150m A O, = z5 °C
Veriustieistung: Ptot 038 W &g = 25 oC
Temperaturbersich (Lagerung): O -55....4200 °C
Sper mcH-n—,mperau.. : €; 200 °C
Létiemperaiun: L) 260 °C
) _ - e vl )
Kennwerte bei 25°C \l \2’_\ ’
Kollekior-Rasistrom: tcpo Y < 100nA {Ugg= 30 V
Icso . - A Uep = - V, 8y = °C
leno - A jUpp= -V
nz: fr Lo- 200KKz {Ucs= 10 V,lc= 30 mAf= 20\
ict a-Verstirker-Faliar: ¥ B 160 - 450 _ Uez= 19 V,lc= 100 mA
Gleichsirem -Versiirker-Feldor: . 8 z 50 Ucg= 10 V,lg= 100 mA, $u=—1f0°C
Koilekior-Sittigungsspaanung:  Ucgsat < 1 V¥V jlg = 100mAlp= 10 mA
Ucnsat - V jig = = Al= — A
Basis-Satligungsspannung: UpEsat 085 V {lg = 100maA |p= 10 mA
: Ccs < 25 pF lUep= 10 Vig= & Af=1! L
;.._, :- L Crs < 80 pF |Ugp= 05 V,lc= a Af=1 Wz
nn Rung = L500Cimvy
Rewp S 1500C/mv/
Biyp 200 Ugg= 10 V,Ic= 125 mA
Biyp 300 Ucg= 10 V,ig= 10 mA

\ 1) nach Alteruny zu messen
2) AQL=0,85 "



,

u.
impulsgemessen

1) nach Alterurg zu messen

21A00 =0,65%

(’:rm -Siliniun)
SGS 1969 INT N Nicht tor ¢ eadh
Neukenstr. | Hollektor mit Gehiuse verbunden. £ |
< DW7863 - T
B 53 12,7min——=! '
- . C ‘
E ] b :
B .- PR |
e B [ e R e
1. Eigenschaliten e S S| \\0 i
| E M 2:1 g
1.1. Mechanische Ausfihrung

4 1.1.1. Gehauseart: JEDEC TO 18 /DIN 18 A3
1.1.2. Gehsusewerkstoff: Motall et

§ 1.1.3. Gehzuseoberfliche: —

1.1.4. AnschluBdrahte I6tbar vgol M 1:1
Formel- v
. Wert Me8bedingung
1.2. Grenzwerte zeichen ”
1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung: Ucgo 45 V. = 25 °C
1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 30 V jou= 25 °C ’

4 1.2.3. Emitter-Basis-Spannung: “Utpo 6 V (= 25 °C *
1.2.4. Koliektorstrom: lc SOmA |l = 25 °C .
1.2.5. Verlustleistung: Piot . 0,38 W [, = 25 °C
1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung): O -55. .+200 °C ) '
1.2.7. Sparrschichi-Temperatur: 0 200 °C ;
1.2.8. Lé&itemperatur: g} 330 °C !

1
}
13. Kennwerte bei 25°C & Aﬁ} e
1.3.1. Kollektor-Reststrem: Icso R = 100nA |Ucs kis Y :
lcso — A {Ucp= V,8; = °C '
1.3.2. Emilter-Restsirom: h: - A Upe= v
1.3.3. Grenzirequenz: fr- ‘60-210MHz Ucs= 5 V,ic= 0,5 mA,f= 20hH:
1.3.4. Gicichstrom-Yersiirker-Faklor: ¥ B 16u - 453 U= 5 V,lg= i mA
1.3.5. Gleichstrom -Verstirker-Fakior: B = 50 Ueg= 5 Vo= 1 mAp 2 ~48°C
1.3.6. Kollektor-Siiligungsspannung: ) Uczeat = 0,35 V |l = fmAlg= 0.1 mA
Ucgsat — V {lec = = A= - A
1.3.7. Basis-Sittigungsspannung: Usefoni 057 V g = 00 pA,Uce= S V.
1.38. Koilektor-Sperrschichi-Kapazitat: Ces =3 6 pF |Um= 5 Viig= C Af= 1Mz
1.39. Emitter-Spersschicht-Kapazitit: Crs s 6 pF |Ugse= 05 V,ic= 0 Af= 1 MNH:
1.3.10. Wirme-Innenwiderstand: Ring = 450 °C/mV/
1.2.11. Warmewiderstand: ) Ruwy = 150 °C/mV
M13L. Gleichstrom-Versidrker- Faktor: Btyp 250 Uce= 5 Vipg= 0,1 mA
124, Gleichsirem-Verstarker-Fcctor: Biyp 300 Ure 5 v ic= 10 mA
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DW 8672 A

Basis

Frmitter

“Collector

Womptor mess
PITNLTa0,

Werte nach

A @5
1. Eigenschaflen Q_‘———
1.1 Mechanische Ausfdlirung %§ z
1.1.1. Geh&usaart: JEDEC A/DSM . Jl -
1.1.2.  Gehausewerksiolf: =
. T S .
1.3. Gehdussobetlliche . . _¢'.__.f.f -H_Il] i >
1.4.  AnschiuBdrahie idtbar vzin/vgol ¢ 0.55
Formel- Waort M.eBbedinguag
1.2. Grenzwerte zeichen
1.21.  Kollektor-Basis-Spannung: Uczo 25 VI g, = °C T
122 Kollektor-Emitter-Spannung: Ucio 5 vig= =~ <
1.23. Emitier-Basis-Spanrung: Yo 2 Y Gy = <C
1.2.4. {slieNtotstrom: cle .- A Vy = “C
1.2.5.  Veriusileistung: Pt 0.2 W §,= 25 °C
1.2.6. Temperalutbereicn fL°g 1ung): &y -55 bis+125 <C
1.2.7.  Spairschicht-Temperatur: ' & -55 brs+125 =C .
1.28. Léitemperatur: Y 260 °C iz 10
13. . Kennwerie bei 25°C )
1.3.1 Koliskicr-Reststrom: leoo 0.5 WIS Y
T e 50 kA V8, =65
1.2.2. Cmitter-Reststrom: lggo - A AZnh — ]
1.3.3.  Grenzfrequenz: /05 2 600 Muz Viic =8 A= fGD 0 R
1.3.4.  Glrichsirem-Versiarker-Faktor: ! G5 V.ia=§ LS
1.3.5.  Waochseistrom-Verstirker-Fakior! Fiie Ui = 1 A= Koo
1.3.6. Kelierter-Satligungespannung: Ucroae = 0.6 \Y D mnr i, =1 rma
Ucgee - Y Aoby = A
1.3.7. Eas.v-Sé:txgungsspannun':. Uze.oy = ¢ -y oA, =1 mMA
1.3.8. Kolizktor-Sperrschiciit-iiapazital Ccs = 1.7 pF Vit = 0 Adss f toi.-
1.3.0. u Srz‘rrs:h'cht~l<3pa::trl Cee = 5 oF Ve =0 Pt
T 13040, Wiarme-innenwiderstano Do — OGN ’
<1301, Wanmewiderstand: v Ry - oo/
13.12. Ausgangsiaistur Po 225 miY |l =13 mAlge=0  V,f= 930 1
1.4. Ubrige clektr. SGS Datenbialt susg. 5.7.683



/ Transistor \

Dual - npn - Silizium

1.1. Werkstoff: (Gehause):l

565 DY6Z4l

1965 Neler

— 127
8, B, " Kleinstman3
’ .
1. ﬁigeuschaften: Gehiuse JEDEC TO-5

«1.1.0berflache: S
«1s2.Anschluldrihte: - © lotbar verzinj

DIN 5 46

4

i.4.  Ubndge clektr..Werte nach: S535-Datenblatt 18.1.1965

B D T R PP Pl X T P )

- . =/l L .- . -

oder vergoldet
' . g0 - '
J1.2. Grenzwerte bei 25 C: kennzng. /@ert Helbedingung
# «2+1.Kollektor-Basis-Spng.: UcBo 4s v
} .2.2.Kollektor-Emitter-Spng.: | UCEo . 4s v
«2.3.Exitter-Basis-Spanaung: UEBo 16 v
s2+4.Max. Kollektorstrom: I¢c 4 S A
«2.5.Verlustieistung: Pio O 85d Iy = 100°C, beide Systeze
.2.6.Tenp.~Bereich (Lagerung): -65bls+3000C '
.2.7.Sperrscbicht-Temperatur'.\gyf' +2C0 °C i
1.2.8.Max. Lottemperatur: 1)\4 _+3C0 °C
{13+ Blektr.-¥erte bei 25°¢ B R T
.3.1.xollek:or-ﬁeststrom.pff ICBo <10 nA  |Ugp= 32 V
; . \ Icto <10 ph  |Ugp= 32 V,¥= +i50 °¢
; .B.Z.Emitter-Reststrom:b[ IERo <10 nA Ugg= 5 V
J.E.Z.Gléichstrom-Verstr. Fakt.: B . > 50 Ucg= 5 V,I1c="0uA,f= M-
: B ’ .5!50, Ucg= 5 V.Ig= 1mA
e3.4,Wiechselstron-Vergtr,.~Fakt:| hra > 2. Ucg= 5 V,Ig=00z4,f=30 Mi:
«3.5.Koll.~Sattigunggspng.: UcEsat <0,h ¥ Ic =130uA,Ig=13u4
' ' UcEsat V jIgc =  AJdp= A
«3.6.Basis-S3ittigyagsspng.: Upzsat <0,75V Ig =100u4,Us= SV
«3.7.K0ll.-Sperrgchicht=-Kapaz.:| Ccg < 6 pF |Ugg= 5 V,Ig= O A,fa =z
«3.8.Eaitt.-5pefrachicht-Kapaz:| Cg3 < 6 pF |Ugp= 0,5V,Ic= 0 A,fs 1 KE:
.3.9.Rauschzand: F <. b 4B |Ugg= 5 V,Ig=10u4,
. £f=1C...100C0 iz
3. 10, Wdarme nnenwiderstand: RthG . oC/bW '
3.V Wdrndwiderstand: Rehuy - °Cc/mu



/" Doppel-Transistor \

npn - Silizium

DY6566

56

NN

Niom for
Neukons::, '

{
3

o

>
3R

L4

A

7%
min.
Formel- Wert Menbedingung
zeichen
Ucso 40 V|Id= 25 ¢
Ucto 15 v 8,= 25 °C
Ugso 50V | 8,= 25 °C
Ic — A | 9,=-25 °c
Piot 025 W | §,= 25 °C
0 - 65 bis200 °C
i +2D00 °C
0 300 °¢c 1= —
Icso g2 p A | Ug=20 V )
~ Teeo 40 4 A | Ug=20 V.§,= 150 °C
leso — A | Up=— V
'7”8 — Hz UCE B — V. lC = — A f= — LHz
B 40 Ugg=10 V.ic= f0mA
hye 4 Uceg =10 V.ic = 70m Af= 105 Kz
Ucesat 025 V | Ic =10m Alg = 40m A
UCEsol — \Y lC = A, IB '= A
UEEso! < 085 v IC = 40m A, |3 = {0m A
Cob 4, pF Ucg = 50 V= 0 Af — iz
Ces — pF | Ugg= — Vg = — Af= — Mz
Ring —  °C/mW
Ripy —  OC/mW °

x Bei Betrieb beider Transistoren, Vertlustleistung =025 W bei ¢y =25°C

Anwensangtscle
Cerito Kl.ma-Kiasse
Y.iasse n. DIt 4
ERP- Der. Nr.
‘ Catum:
1. Eigenschaften

| 1.1 Mechanische Ausfihrung

1 111, Gehdusearl: JEDEC—etwa T0- 18 mit
112, Gehausewerkstoft: 6 Anschlisse
1.1.3. Gehauseoberflache:

1.1.4.  AnschluBdrahte Iotbar vzin/vgol
1.2. Grenzwerte

1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung:
1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung:
1.23. Emitter-Basis-Spannung:

1.24. Koliektorstrom:

1.2.5. 3¢ Verlustleistung: je Jransistor
1.26. Temperaturbereich (Lagerung):
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur:

1.28. Lottemperatur:

1.3. Kennwerte bei 25°C
1.3.1.  Kollekior-Restsirom:

1.32. Emitler-Reststrom:

1.3.3. Grenzfrequenz:

i 1.3.4.  Gleichstrom-Verstarker-Faktor:

4 1.3.5. Wechscistrom-Verstirker-Faktor:

T 1.3.6. - Kollektor-Sattigungsspannung:

4 1.37.. Basis-Sattigungsspannung:

't 138, Ausgangs - Kapazitdt:
1.3.9. © Emitter-Sperrschicnt-Kapazitat:
1.3.10. .Wirme-Innenwiderstand:

1.3.11. Wirmewiderstand:

‘

)

14.

Ubrige elektr. Werte nach S6S Datenblatlt 1965



/- Dioden-Quartett \

iy e
Silizium

S GS ﬁY j’ 8 js 254 ' 03;/ { N;ET\] i T5r |

2 1970 — ~F S
: ) : }, L
¢ F =
-1 3+ 8 i I )
s X = i
x a
1. Eigenschaften '“‘4&ﬁﬁ—’__ﬂz7d
1.1, Mechanische _-"-gs_f___ L
1.7.1.Geléluseart: ¢ .
1.%.2.5eh8use-er«s %ﬁd%mua
1.1.3.Gehiduseobverfli DAtemnsimal -
1.1.4.Anschlussdrin
Kovar, gold plattiert T Wert MeflRbedingung
zeicher
1.2. Grenzwerte J,-25°C
1.2.1.Sperrspannung | UR 120 V
1.2.2.Durchbruchspannung Up - 450 Vv Ju = 25°C Ip= 100 pA
1.2.3.Durchlasstrom IF 1S0mA ‘)’U - ZSOC )
1.2.4.Richtstirom Io : 100k Jy = 25°C
1.2.5.Durchlass-Spitzenstr. Irsp ' 200mA du = 25°C
1.2.6.Durchlass-Stromstoss IFctoss 200024 J = 25°C t = 1 psec
1.2.7.Verlustleistung P Je Diode: iAlle 4 D.: :
20CaW  500awW | Jp = 23°C
120:4% 300mW JE} = 108°C
200m¥%  250m% | du = 25°C
5 =65 .. ..+775°C
5 . . -65 ....+130°C
A 2ks°C t £5 s
1.3. EKennwerte beil 25°C :
1.3.1.Durchlass-Spannung Ug 0.40...0.52 V -} Ip= 0.7 =4
0.51...0.54% V¥ Ig= 1 A
0.63...0.7¢ ¥ Ig= 20 24
0.7%...1 v Ip= 20 ma
1.3.2.5perrstrom ' I ‘<1“ nh U= 120 V
= 100uk Ur= 120 Vv Jy = 125°C
1.3.3, Sperrv1d°rstand Rr -
1¢%. k. Thermischer Widerstd. Rih --
1.3.5.8perrschichi-Rapazit. Cj < O6pF tr= O f = 1 MHz
1.3.6.Genduse~Kapazitét Co -
1.3.7 Rickwdrtserholzeit ©trr £ 60ns Ip= 10 =i aul Ig= 0.n
R = 150%
Paarungsbedingungen LT - = 1Cnm¥ Ip= 1 mA
zwischen je zwei ’ -
Dioden der Briicke




